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【はじめに】 地殻中に豊富に存在し、安価な素材であるスズ(Sn)及び硫黄(S)から構成される硫化ス

ズ(SnS)は、104 cm-1以上の高い光吸収係数かつ 1.3 eV 程度のバンドギャップを有する化合物半

導体である[1]。しかし現在報告されている SnS太陽電池の最高変換効率は 4.8 %[2]であり、

理論変換効率と比較して低い。その理由として、高温成長時の S 再蒸発や、n 型伝導

性を有する SnS2 や Sn2S3 の形成などが挙げられる。一般に、Cu 系化合物半導体で

ある CIGS や CZTS では、Na 添加によってキャリア密度の増加や粒界の抑制をはじ

めとする、薄膜・太陽電池特性の向上が報告されている [3]。一方、SnS も Na 添加に

よって結晶品質や太陽電池特性が向上することが知られているが [4]、構成元素に Cu

が含まれていない SnS に対する Na の影響に関する報告は少ない。本研究では SnS

に Na 添加を行った試料の PL 特性を中心に、欠陥と光学特性の関係を検討した。  

 

【実験方法】 RFマグネトロンスパッタ法を用い、Mo/アルカリフリーガラス上に SnSを 1000 nm

程度堆積した。スパッタターゲットには SnS(Sn/S = 1.0)を用いた。その後、NaFを SnS薄膜上

に蒸着し、Sn-Sガス雰囲気で硫化処理を行った。硫化条件は、温度 420 ℃、昇温速度 0.1 ℃/s、

保持時間 10分とした。得られた試料に対して PL測

定等を行った。 

【実験結果及び考察】 結果の一例として、Na添加前

後の SnS の禁制帯幅付近(0.89 eV－1.30 eV)の PL

スペクトルを図１に、Sn2S3 の禁制帯幅付近(1.25 

eV－2.10 eV)の PL スペクトルを図 2 に示す。図 1

より、Na 添加によって SnS の PL 強度(1.26 eV 付

近)が強くなった。これは Na 添加によって SnS 中

に多く存在する非輻射再結合が抑制されたためだと

考えられる。また、Naがバルク内の深い欠陥準位で

ある Sn 空孔(VSn)に入ることでキャリア密度が増加

したとも考えられる。図 2 より、Na 添加によって

Sn2S3 の PL強度(1.75 eV付近)が強くなった。これ

もNa添加によってSn2S3 中に多く存在する非輻射

再結合が抑制されたためだと考えられる。詳細は当

日発表する。 
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図 1.Na添加前後の SnSの PLスペクトル 

 

 
図 2.Na添加前後の Sn2S3 の PL スペクトル 
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